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(54) Sdégeleiste zum Fixieren eines Kristalls und Verfahren zum Abtrennen von Scheiben

(57)  Sageleiste (1) zum Fixieren eines Kristalls (2)
aus Halbleitermaterial beim Abtrennen von Scheiben
von diesem Kristall mit einer Drahts&ge, mit einem an
den Kristall angrenzenden Abschnitt, der eine Hérte
aufweist, die im wesentlichen der Harte des Kristalls
entspricht, insbesondere, mit einem Abschnitt aus
einem Material, das aus einer Gruppe ausgewahilt ist,
die Glas und Silicium umfaBt.

Die Sageleiste kann im Querschnitt als Hohlprofil
(5) ausgebildet sein.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine Sageleiste
zum Fixieren eines Kristalls aus Halbleitermaterial beim
Abtrennen von Scheiben von diesem Kristall mit einer
Drahtsage. Die Erffindung betrifft auch ein Verfahren
zum Abtrennen von Scheiben, bei dem die Sageleiste
eingesetzt wird.

[0002] Beim Abtrennen von Scheiben von einem Kri-
stall aus Halbleitermaterial mit einer Drahtsadge kénnen
nach transversalen Auslenkungen des S&agedrahtes
unerwlinschte Riefen (Sagemarken) auf den Seiten der
Scheiben entstehen. Der Kristall ist auf einer Sageleiste
fixiert, in die der Sagedraht nach dem Abtrennen der
Scheiben einige Millimeter weit eindringt. Die Sagelei-
ste besteht Ublicherweise aus einem massiven Graphit-
block, und der Kristall ist auf diesem, beispielsweise mit
einem Kleber aus Epoxy-Harz, aufgekittet.

[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, anzu-
geben, wie das Entstehen von Riefen beim Abtrennen
von Scheiben von einem Kristall aus Halbleitermaterial
mit einer Drahtsdge zuverlassig vermieden werden
kann.

[0004] Gelost wird die Aufgabe durch eine Sageleiste
zum Fixieren eines Kristalls aus Halbleitermaterial beim
Abtrennen von Scheiben von diesem Kristall mit einer
Drahtsége, die gekennzeichnet ist durch einen an den
Kristall angrenzenden Abschnitt, der eine Harte auf-
weist, die im wesentlichen der Harte des Kristalls ent-
spricht.

[0005] Durch Versuche wurde festgestellt, daB das
Entstehen von Riefen in engem Zusammenhang mit der
Verwendung von massiven Sageleisten aus Graphit
steht. Es bietet sich folgende Erklarung an: Graphit ist
im Vergleich zu Halbleitermaterial, wie beispielsweise
Silicium, ein relativ weicher Werkstoff. Der Sagedraht
hat beim Abtrennen der Scheiben einen bestimmten
Widerstand in Vorschubrichtung zu Gberwinden. Beim
Eintritt des Sagedrahtes in die Sageleiste aus Graphit
wird dieser Widerstand abrupt schwacher. Dadurch
kann der S&gedraht transversal abgelenkt werden und
die erwahnten Riefen im Randbereich der Scheiben
hinterlassen.

[0006] Um dem vorzubeugen, wird geman der vorlie-
genden Erfindung eine S&geleiste vorgeschlagen, die
aus einem Material gefertigt ist, das in Bezug auf seine
Harte mit der Harte des Halbleitermaterials Uberein-
stimmt oder eine annahernd gleiche Harte aufweist. Als
besonders geeignet haben sich Sageleisten aus einem
Material mit einer Harte im Bereich von 4 bis 7 (Mohs-
skala), insbesondere Sageleisten aus Glas oder Sili-
cium erwiesen. Von Vorteil ist auch, wenn das
verwendete Material ein elekirischer Isolator ist. In die-
sem Fall kann der Sagedraht wahrend des Abtrennvor-
ganges mit schwachem elektrischen  Strom
beaufschlagt werden und ein DrahtriB oder Masse-
schluB durch die resultierende Stromstarkenénderung
detektiert werden.
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[0007] Die Erfindung wird nachfolgend an Hand von
Figuren erlautert, die bevorzugte Ausbildungsformen
der Séageleiste in Schnittdarstellung schematisch zei-
gen. Gleichartige Merkmale sind mit gleichen Bezugs-
zahlen versehen. In Figur 1 ist eine massive Sageleiste
dargestellt. Die Séageleiste gemaB Figur 2 ist als
schichtférmiger Verbundkérper ausgebildet. Die Sage-
leiste gemaB Figur 3 besitzt ein Hohlprofil.

[0008] Zunachst wird die Sageleiste gemaB Figur 1
naher beschrieben. Erfindungsgeman ist die Sageleiste
1 aus einem Material gefertigt, dessen Harte im wesent-
lichen mit der Harte des Halbleitermaterials, aus dem
der Kristall 2 besteht, Gbereinstimmt. Durch diese Mate-
rialwahl bleibt der Sagedraht auch beim Eintritt in die
Ségeleiste in der vorgesehenen Schneidebene, so daB
die Scheiben im Randbereich nicht beschadigt werden.
[0009] Die Sageleiste 1 in der Ausbildungsform
gemaB Figur 2 besteht aus einem schichtférmig struktu-
rierten Verbundkérper, wobei der an den Kristall
angrenzende Abschnitt 3 des Verbundkérpers aus
einem Material besteht, dessen Harte gleich oder ahn-
lich ist wie die Harte des Kristalls 2. Der Abschnitt 3
besteht vorzugsweise aus einer der Kristallform ange-
paBten Glas- oder oder Siliciumschale, sofern der Kri-
stall aus Silicium besteht. An diese Schale schlieBt sich
mindestens ein weiterer Abschnitt 4 an, der aus einem
Material gefertigt ist, das wesentlich weicher ist als das
Material des Abschnitts 3, der an den Kristall angrenzt.
Besonders bevorzugt ist, daB der weitere Abschnitt 4
aus Graphit besteht oder eine dhnliche Harte wie Gra-
phit hat. Die Abschnitte des schichiférmig strukturierten
Verbundkérpers sind vorzugsweise miteinander ver-
klebt. Bei Verwendung einer derartigen Sageleiste wird
nicht nur das Entstehen von Riefen vermieden. Es ist
auch besonders einfach, die abgetrennten Scheiben
von der Sageleiste zu brechen, weil nach dem Abtren-
nen der Scheiben eine Verbindung zur Séageleiste
bleibt, die von einem Abschnitt der Sageleiste gebildet
wird, der vergleichsweise weich ist und sich als Soll-
bruchstelle eignet.

[0010] GemaB der in Figur 3 dargestellten Ausbil-
dungsform ist die Sageleiste 1 im Querschnitt als Hohl-
profil ausgebildet. Das Hohlprofil kann beliebig geformt
sein, beispielsweise rechteckig, kreisférmig oder ander-
weitig mehreckig. Nach dem Abtrennen der Scheiben
bleibt wegen des Hohlprofils ein vergleichsweise
schmaler Steg 5 zurtick, tiber den die Scheiben mit der
Séageleiste verbunden bleiben. Durch Brechen dieser
Verbindung kénnen die Scheiben freigelegt werden.
Dadurch kann vermieden werden, daB der Sagedraht
entlang der beim Abtrennen der Scheiben entstande-
nen Schneidspalte zurtickgeflihrt werden muf3 und die
Scheiben beschadigt werden. Bei Verwendung einer
massiven Sageleiste ist die nach dem Abtrennen der
Scheiben bleibende Verbindung zur Séageleiste ver-
gleichsweise breit, so daB nicht ausgeschlossen wer-
den kann, daB eine Scheibe beschadigt wird, wenn die
Verbindung gebrochen wird. Hingegen eignet sich ein
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wegen des Hohlprofils bleibender schmaler Steg
besonders gut als Sollbruchstelle. Gegenstand der
Erfindung ist auch eine gemas Figur 2 als Verbundkér-
per ausgebildete Sageleiste, die gemaB Figur 3 ein
Hohlprofil hat. 5

Patentanspriiche

1. Sageleiste zum Fixieren eines Kristalls aus Halblei-
termaterial beim Abtrennen von Scheiben von die- 10
sem Kristall mit einer Drahtsadge, gekennzeichnet
durch einen an den Kristall angrenzenden
Abschnitt, der eine Harte aufweist, die im wesentli-
chen der Harte des Kristalls entspricht.

15

2. Sageleiste gemaB Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der an den Kristall angrenzende
Abschnitt Teil eines in Abschnitten strukturierten
Verbundkérpers ist und ein Abschnitt, der vom Kri-
stall weiter entfernt ist als der an den Kristall 20
angrenzende Abschnitt, wesentlich weicher ist als
der an den Kristall angrenzende Abschnitt.

3. Sageleiste nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, daB der an den Kristall 25
angrenzende Abschnitt aus einem Material besteht,
das aus einer Gruppe ausgewdhlt ist, die Glas und
Silicium umfaft.

4, Sageleiste nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 30
dadurch gekennzeichnet, daB die Sageleiste im
Querschnitt als Hohlprofil ausgebildet ist.

5. Verfahren zum Abtrennen von Scheiben von einem
Kristall mit einer Drahtsage, wobei der Kristall auf 35
einer Sageleiste fixiert wird, und die Drahtséage erst
in den Kristall und anschlieBend in die Sageleiste
eindringt, dadurch gekennzeichnet, daB eine Sage-
leiste gemaB einem der Anspriiche 1 bis 4 einge-
setzt wird. 40
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